
課題番号               ： F-13-UT-0056 

利用形態               ： 機器利用 

利用課題名（日本語）  ： ドレスト光子を利用したＳｉ受発光素子の開発 

Program Title (English) ： Development of Si light emitting and detecting devices using dressed photon-phonon 

利用者名（日本語）      ：田中肇 1),和田 直樹 1)、山口 真生 1)、八井 崇 1)、大津元一 1)、赤羽浩一 2)、 

川村博３) 

Username (English)  ：H. Tanaka1), N. Wada1), M. Yamaguchi1), T. Yatsui1), M. Ohtsu1), K. Akahane2), 

 H. Kawamura3) 

所属名（日本語）       ：1) 東京大学大学院工学系研究科, 2) 情報通信研究機構、 3)日東光器 

Affiliation (English)  ：1) University of Tokyo,  2) NICT,  3) Nitto Optical, Co., Ltd. 

 

１．概要（Summary） 

デバイス層側にイオン打ち込みを施し、pn 接合を

形成した SOI 基板に対して、リッジ導波路構造を作製

し、Si によるレーザー発振かつ、従来よりも低閾値電

流密度で発振を可能とさせようとしている 

２．実験（Experimental） 

デバイス構造作製には主にEB描画装置を利用した。

EB 描画装置によりレジストパターンを描写後、スパ

ッタリング装置、ICP エッチング装置、CVD 装置を

組み合わせることで絶縁層と電極を作製した。とくに

レジストパターン重ね合わせの精度は非常に重要な

ため、EB 装置の利用は必須である。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

現在、プロセス加工の条件出しは終了し、目的のリ

ッジ導波路構造（Fig.1）の作製は完了した。図の通

り、電極はリッジ上部の p 層とコンタクトを取り、設

計通りの構造が作製できた。 

 

Figure 1  Fabricated Si-ridge waveguide. 
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